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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１方向に沿って延在した第１補助容量線及び第２補助容量線と、帯状の第１主電極部
、前記第１主電極部の一端部に接続され前記第１主電極部とは異なる方向に延在し前記第
１主電極部とでＴ字型もしくはＹ字型を成す形状であって前記第２補助容量線の上方に位
置する第１副電極部、及び前記第１補助容量線の上方に位置し且つ前記第１主電極部の他
端部に接続された容量部を有する画素電極と、を備えた第１基板と、
　前記第１基板に対向配置され、前記第１主電極部と略平行な帯状に形成され前記第１主
電極部との間に横電界を形成するように配置された第２主電極部を有する対向電極を備え
た第２基板と、
　前記第１基板と前記第２基板との間に保持された液晶層と、を備え、
　第１方向に直交する第２方向に隣接する２つの前記画素電極において、一方の画素電極
の第１副電極部は他方の画素電極の容量部と向かい合っていることを特徴とする液晶表示
装置。
【請求項２】
　前記第１副電極部の第１方向に沿った長さは、前記容量部の第１方向に沿った長さより
も長いことを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記対向電極は、第１方向に延在し且つ前記容量部の上方に位置するとともに前記第２
主電極部に接続された第２副電極部を有することを特徴とする請求項２に記載の液晶表示
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装置。
【請求項４】
　さらに、前記第１基板は、第１方向に沿って延在したゲート配線と、第１方向に直交す
る第２方向に沿って延在し前記画素電極を挟む両側に位置するソース配線と、を備え、
　前記第２主電極部は、前記ソース配線のそれぞれの上方に位置することを特徴とする請
求項３の液晶表示装置。
【請求項５】
　第１方向に沿って延在した第１補助容量線及び第２補助容量線と、第１方向に直交する
第２方向に隣接する第１画素電極及び第２画素電極と、を備えた第１基板であって、前記
第１画素電極及び前記第２画素電極の各々は、帯状の第１主電極部、前記第１主電極部の
一端部に接続され前記第１主電極部とは異なる方向に延在し前記第１主電極部とでＴ字型
もしくはＹ字型を成す形状である第１副電極部、及び前記第１主電極部の他端部に接続さ
れた容量部を有し、しかも、前記第１画素電極の前記容量部が前記第１補助容量線の上方
に位置し、前記第２画素電極の前記容量部が前記第２補助容量線の上方に位置し、前記第
１画素電極の前記第１副電極部が前記第２画素電極の前記容量部と向かい合う、第１基板
と、
　前記第１基板に対向配置され、前記第１主電極部と略平行な帯状に形成され前記第１主
電極部との間に横電界を形成するように配置された第２主電極部を有する対向電極を備え
た第２基板と、
　前記第１基板と前記第２基板との間に保持された液晶層と、
　を備えたことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項６】
　前記第１画素電極の前記第１副電極部の第１方向に沿った長さは、前記第２画素電極の
前記容量部の第１方向に沿った長さよりも長いことを特徴とする請求項５に記載の液晶表
示装置。
【請求項７】
　前記第１画素電極の前記第１副電極部及び前記第２画素電極の前記容量部が前記第２補
助容量線の上方に位置することを特徴とする請求項６に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記対向電極は、第１方向に延在し且つ前記第１画素電極及び前記第２画素電極の各々
の前記容量部の上方に位置するとともに前記第２主電極部に接続された第２副電極部を有
することを特徴とする請求項７に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　さらに、前記第１基板は、第１方向に沿って延在したゲート配線と、第２方向に沿って
延在し前記第１画素電極及び前記第２画素電極を挟む両側に位置するソース配線と、を備
え、
　前記第２主電極部は、前記ソース配線のそれぞれの上方に位置することを特徴とする請
求項８の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、平面表示装置が盛んに開発されており、中でも液晶表示装置は、軽量、薄型、低
消費電力等の利点から特に注目を集めている。特に、各画素にスイッチング素子を組み込
んだアクティブマトリクス型液晶表示装置においては、ＩＰＳ（Ｉｎ－Ｐｌａｎｅ　Ｓｗ
ｉｔｃｈｉｎｇ）モードやＦＦＳ（Ｆｒｉｎｇｅ　Ｆｉｅｌｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モ
ードなどの横電界（フリンジ電界も含む）を利用した構造が注目されている（例えば、特
許文献１参照。）
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　このＩＰＳやＦＦＳモードなどの横電界モードの液晶表示装置は、アレイ基板に形成さ
れた画素電極と共通電極とを備え、アレイ基板の主面に対してほぼ平行な横電界で液晶分
子をスイッチングする。また、アレイ基板及び対向基板のそれぞれの外面には、互いに偏
光軸方向が直交するように配置された偏光板が配置されている。このような偏光板の配置
により、例えば電圧無印加時に黒色画面を表示し、映像信号に対応した電圧を画素電極に
印加することにより徐々に透過率（変調率）が増加して白色画面を表示する。このような
液晶表示装置では、液晶分子が基板主面とほぼ平行な平面内で回転するため、透過光の入
射方向に対して偏光状態が大きく影響しないので、視野角依存性は小さく、広い視野角特
性を有するといった特徴がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１３１７８０号公報
【特許文献２】特開２００５－３８０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この発明の目的は、高透過率化が可能であり、表示品位の良好な液晶表示装置を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本実施形態によれば、
　第１方向に沿って延在した第１補助容量線及び第２補助容量線と、帯状の第１主電極部
、前記第１主電極部の一端部に接続され前記第１主電極部とは異なる方向に延在し前記第
１主電極部とでＴ字型もしくはＹ字型を成す形状であって前記第２補助容量線の上方に位
置する第１副電極部、及び前記第１補助容量線の上方に位置し且つ前記第１主電極部の他
端部に接続された容量部を有する画素電極と、を備えた第１基板と、前記第１基板に対向
配置され、前記第１主電極部と略平行な帯状に形成され前記第１主電極部との間に横電界
を形成するように配置された第２主電極部を有する対向電極を備えた第２基板と、前記第
１基板と前記第２基板との間に保持された液晶層と、を備え、第１方向に直交する第２方
向に隣接する２つの前記画素電極において、一方の画素電極の第１副電極部は他方の画素
電極の容量部と向かい合っていることを特徴とする液晶表示装置が提供される。
【発明の効果】
【０００６】
　この発明によれば、高透過率化が可能であり、表示品位の良好な液晶表示装置を提供で
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、この発明の一実施の形態における液晶表示装置の構成を概略的に示す図
である。
【図２】図２は、図１に示した液晶表示パネルの構成及び等価回路を概略的に示す図であ
る。
【図３】図３は、図２に示したアレイ基板における画素の構造を対向基板の側から見た概
略平面図である。
【図４】図４は、図３に示した画素をＡ－Ｂ線で切断した液晶表示パネルの断面構造を概
略的に示す図である。
【図５】図５は、本実施形態の液晶表示パネルにおける画素の主要部を図示した概略平面
図である。
【図６】図６は、本実施形態の変形例の液晶表示パネルにおける画素の主要部を図示した
概略平面図である。
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【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明の一態様について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、各図にお
いて、同一又は類似した機能を発揮する構成要素には同一の参照符号を付し、重複する説
明は省略する。
【０００９】
　図１は、本実施形態における液晶表示装置の構成を模式的に示す図である。
【００１０】
　すなわち、液晶表示装置１は、アクティブマトリクスタイプの液晶表示パネルＬＰＮ、
液晶表示パネルＬＰＮに接続された駆動ＩＣチップ２及びフレキシブル配線基板３、液晶
表示パネルＬＰＮを照明するバックライト４などを備えている。
【００１１】
　液晶表示パネルＬＰＮは、第１基板であるアレイ基板ＡＲと、アレイ基板ＡＲに対向し
て配置された第２基板である対向基板ＣＴと、これらのアレイ基板ＡＲと対向基板ＣＴと
の間に保持された図示しない液晶層と、を備えて構成されている。このような液晶表示パ
ネルＬＰＮは、画像を表示するアクティブエリアＡＣＴを備えている。このアクティブエ
リアＡＣＴは、ｍ×ｎ個のマトリクス状に配置された複数の画素ＰＸによって構成されて
いる（但し、ｍ及びｎは正の整数である）。
【００１２】
　バックライト４は、図示した例では、アレイ基板ＡＲの背面側に配置されている。この
ようなバックライト４としては、種々の形態が適用可能であり、また、光源として発光ダ
イオード（ＬＥＤ）を利用したものや冷陰極管（ＣＣＦＬ）を利用したものなどのいずれ
でも適用可能であり、詳細な構造については説明を省略する。
【００１３】
　図２は、図１に示した液晶表示パネルＬＰＮの構成及び等価回路を概略的に示す図であ
る。
【００１４】
　液晶表示パネルＬＰＮは、アクティブエリアＡＣＴにおいて、ｎ本のゲート配線Ｇ（Ｇ
１～Ｇｎ）、ｎ本の補助容量線Ｃ（Ｃ１～Ｃｎ）、ｍ本のソース配線Ｓ（Ｓ１～Ｓｍ）な
どを備えている。ゲート配線Ｇ及び補助容量線Ｃは、第１方向であるＸ方向に沿ってそれ
ぞれ延在している。また、ゲート配線Ｇ及び補助容量線Ｃは、第１方向に直交する第２方
向であるＹ方向に沿って交互に並列配置されている。ソース配線Ｓは、ゲート配線Ｇ及び
補助容量線Ｃと交差するＹ方向に沿ってそれぞれ延在している。また、ソース配線Ｓは、
Ｘ方向に沿って並列配置されている。つまり、ゲート配線Ｇ及び補助容量線Ｃと、ソース
配線Ｓとは、略直交している。
【００１５】
　各ゲート配線Ｇは、アクティブエリアＡＣＴの外側に引き出され、ゲートドライバＧＤ
に接続されている。各ソース配線Ｓは、アクティブエリアＡＣＴの外側に引き出され、ソ
ースドライバＳＤに接続されている。これらのゲートドライバＧＤ及びソースドライバＳ
Ｄの少なくとも一部は、例えば、アレイ基板ＡＲに形成され、コントローラを内蔵した駆
動ＩＣチップ２と接続されている。
【００１６】
　各画素ＰＸは、スイッチング素子ＳＷ、画素電極ＰＥ、対向電極ＣＥなどを備えている
。保持容量Ｃｓは、例えば補助容量線Ｃと画素電極ＰＥとの間に形成される。
【００１７】
　なお、本実施形態においては、液晶表示パネルＬＰＮは、画素電極ＰＥがアレイ基板Ａ
Ｒに形成される一方で対向電極ＣＥが対向基板ＣＴに形成された構成であり、これらの画
素電極ＰＥと対向電極ＣＥとの間に形成される電界を主に利用して液晶層ＬＱを構成する
液晶分子をスイッチングする。画素電極ＰＥと対向電極ＣＥとの間に形成される電界は、
アレイ基板ＡＲの主面あるいは対向基板ＣＴの主面にほぼ平行な横電界である。
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【００１８】
　スイッチング素子ＳＷは、例えば、ｎチャネル薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）によって構
成されている。このスイッチング素子ＳＷは、ゲート配線Ｇ及びソース配線Ｓと電気的に
接続されている。アクティブエリアＡＣＴには、ｍ×ｎ個のスイッチング素子ＳＷが形成
されている。
【００１９】
　画素電極ＰＥは、スイッチング素子ＳＷに電気的に接続されている。アクティブエリア
ＡＣＴには、ｍ×ｎ個の画素電極ＰＥが形成されている。対向電極ＣＥは、例えばコモン
電位であり、液晶層ＬＱを介して複数の画素電極ＰＥに対して共通に形成されている。こ
の対向電極ＣＥは、図示しない導電部材を介して、アレイ基板ＡＲに形成された給電部Ｖ
Ｓと電気的に接続されている。補助容量線Ｃは、補助容量電圧が印加される電圧印加部Ｖ
ＣＳと電気的に接続されている。
【００２０】
　図３は、図２に示したアレイ基板ＡＲにおける画素ＰＸの構造を対向基板ＣＴの側から
見た概略平面図である。
【００２１】
　ゲート配線Ｇ１、補助容量線Ｃ１及びＣ２は、それぞれＸ方向に延在している。ソース
配線Ｓ１及びＳ２は、画素電極ＰＥを挟む両側に位置し、それぞれＹ方向に延在している
。図示した例では、補助容量線Ｃ１と補助容量線Ｃ２との間にゲート配線Ｇ１が位置して
おり、補助容量線Ｃ１及びＣ２とソース配線Ｓ１及びＳ２とが成すマス目が画素ＰＸの開
口部に相当する。
【００２２】
　スイッチング素子ＳＷは、ゲート配線Ｇとソース配線Ｓとの交差部近傍に配置されてい
る。このスイッチング素子ＳＷは、半導体層ＳＣを備えている。この半導体層ＳＣは、例
えば、ポリシリコンやアモルファスシリコンなどによって形成可能であり、ここではポリ
シリコンによって形成されている。
【００２３】
　スイッチング素子ＳＷのゲート電極ＷＧは、半導体層ＳＣの上方に位置し、ゲート配線
Ｇ１に電気的に接続されている。なお、図示した例では、ゲート電極ＷＧは、ゲート配線
Ｇ１と一体的に形成されている。スイッチング素子ＳＷのソース電極ＷＳは、ソース配線
Ｓ１に電気的に接続されている。なお、図示した例では、ソース電極ＷＳは、ソース配線
Ｓ１と一体的に形成されている。スイッチング素子ＳＷのドレイン電極ＷＤは、補助容量
線Ｃ１の上方に延在している。
【００２４】
　画素電極ＰＥは、第１主電極部Ｐ１、第１副電極部Ｐ２、及び、容量部Ｐ３を有してい
る。なお、図示した例では、画素ＰＸに配置された画素電極ＰＥ及びこの画素ＰＸのＹ方
向（図中の下側）に隣接する画素電極ＰＥ２の一部のみが図示されているが、図示を省略
した他の画素についても同一形状の画素電極が配置されている。
【００２５】
　すなわち、第１主電極部Ｐ１は、Ｙ方向に直線的に延在した帯状に形成されている。こ
の第１主電極部Ｐ１は、ソース配線Ｓ１とソース配線Ｓ２との間の略中央に位置している
。第１副電極部Ｐ２は、第１主電極部Ｐ１の一端部に接続され、第１主電極部Ｐ１とは異
なる方向に延在している。図示した例では、第１副電極部Ｐ２は、Ｘ方向に直線的に延在
しており、第１主電極部Ｐ１とでＴ字型をなしている。容量部Ｐ３は、第１主電極部Ｐ１
の他端部に接続され、略四角形状に形成されている。容量部Ｐ３のＸ方向に沿った長さは
、第１副電極部Ｐ２のＸ方向に沿った長さよりも短い。
【００２６】
　容量部Ｐ３は、図示しない絶縁膜を介して補助容量線Ｃ１の上方に位置している。この
容量部Ｐ３は、補助容量線Ｃ１の上方に延在したドレイン電極ＷＤと電気的に接続されて
いる。これにより、画素電極ＰＥは、スイッチング素子ＳＷと電気的に接続される。また
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、画素電極ＰＥと補助容量線Ｃ１との間に保持容量Ｃｓが形成される。
【００２７】
　第１副電極部Ｐ２は、図示しない絶縁膜を介して補助容量線Ｃ２の上方に位置している
。なお、この補助容量線Ｃ２の上方には、図示した画素ＰＸに対してＹ方向下側に隣接し
た画素電極ＰＥ２の容量部Ｐ３３も位置している。第１副電極部Ｐ２は、容量部Ｐ３３か
ら離間しているが、容量部Ｐ３３と向かい合っている。
【００２８】
　図４は、図３に示した画素ＰＸをＡ－Ｂ線で切断した液晶表示パネルＬＰＮの断面構造
を概略的に示す図である。
【００２９】
　すなわち、アレイ基板ＡＲは、ガラス板などの光透過性を有する第１絶縁基板１０を用
いて形成されている。このアレイ基板ＡＲは、第１絶縁基板１０の内面（すなわち液晶層
ＬＱに対向する面）にスイッチング素子ＳＷを備えている。ここに示したスイッチング素
子ＳＷは、トップゲート型の薄膜トランジスタである。
【００３０】
　スイッチング素子ＳＷの半導体層ＳＣは、第１絶縁基板１０の上に形成されている。半
導体層ＳＣは、チャネル領域ＳＣＣを挟んだ両側にそれぞれソース領域ＳＣＳ及びドレイ
ン領域ＳＣＤを有している。なお、第１絶縁基板１０と半導体層ＳＣとの間には、絶縁膜
であるアンダーコート層が介在していても良い。半導体層ＳＣは、ゲート絶縁膜１１によ
って覆われている。また、ゲート絶縁膜１１は、第１絶縁基板１０の上にも配置されてい
る。
【００３１】
　ゲート電極ＷＧは、ゲート絶縁膜１１の上に形成され、半導体層ＳＣのチャネル領域Ｓ
ＣＣの上方に位置している。補助容量線Ｃ１は、ゲート絶縁膜１１の上に形成されている
。これらのゲート電極ＷＧ及び補助容量線Ｃ１は、図示しないゲート配線Ｇや補助容量線
Ｃ２などとともに同一材料を用いて同一工程で形成可能である。
【００３２】
　ゲート電極ＷＧ及び補助容量線Ｃ１は、第１層間絶縁膜１２によって覆われている。ま
た、この第１層間絶縁膜１２は、ゲート絶縁膜１１の上にも配置されている。これらのゲ
ート絶縁膜１１及び第１層間絶縁膜１２は、例えば、酸化シリコン及び窒化シリコンなど
の無機系材料によって形成されている。
【００３３】
　スイッチング素子ＳＷのソース電極ＷＳ及びドレイン電極ＷＤは、第１層間絶縁膜１２
の上に形成されている。ソース電極ＷＳは、ソース配線Ｓ１の一部である。また、この図
においては、第１層間絶縁膜１２の上に形成されたソース配線Ｓ２も図示されている。こ
れらのソース電極ＷＳ、ドレイン電極ＷＤ、ソース配線Ｓ１及びＳ２は、同一材料を用い
て同一工程で形成可能である。
【００３４】
　ソース電極ＷＳは、ゲート絶縁膜１１及び第１層間絶縁膜１２を貫通するコンタクトホ
ールを通して半導体層ＳＣのソース領域ＳＣＳにコンタクトしている。ドレイン電極ＷＤ
は、ゲート絶縁膜１１及び第１層間絶縁膜１２を貫通するコンタクトホールを通して半導
体層ＳＣのドレイン領域ＳＣＤにコンタクトしている。また、このドレイン電極ＷＤは、
補助容量線Ｃ１の上方に延在している。これらのゲート電極ＷＧ、ソース電極ＷＳ、及び
、ドレイン電極ＷＤは、例えば、モリブデン、アルミニウム、タングステン、チタンなど
の導電材料によって形成されている。
【００３５】
　このような構成のスイッチング素子ＳＷは、第２層間絶縁膜１３によって覆われている
。つまり、ソース電極ＷＳ、ドレイン電極ＷＤ、ソース配線Ｓ１及びＳ２は、第２層間絶
縁膜１３によって覆われている。また、この第２層間絶縁膜１３は、第１層間絶縁膜１２
の上にも配置されている。この第２層間絶縁膜１３は、例えば、紫外線硬化型樹脂や熱硬
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化型樹脂などの各種有機材料によって形成されている。
【００３６】
　画素電極ＰＥは、第２層間絶縁膜１３の上に形成さている。図示した例では、画素電極
ＰＥの容量部Ｐ３は、補助容量線Ｃ１の上方に位置し、第２層間絶縁膜１３を貫通するコ
ンタクトホールを介してドレイン電極ＷＤに接続されている。このような画素電極ＰＥは
、光透過性を有する導電材料、例えば、インジウム・ティン・オキサイド（ＩＴＯ）やイ
ンジウム・ジンク・オキサイド（ＩＺＯ）などによって形成されているが、アルミニウム
などの他の金属材料によって形成されても良い。
【００３７】
　画素電極ＰＥは、第１配向膜１４によって覆われている。この第１配向膜１４は、第２
層間絶縁膜１３の上にも配置され、アレイ基板ＡＲの液晶層ＬＱに接する面に設けられて
いる。この第１配向膜１４は、水平配向性を示す材料によって形成されており、ラビング
処理されている。
【００３８】
　一方、対向基板ＣＴは、ガラス板などの光透過性を有する第２絶縁基板２０を用いて形
成されている。この対向基板ＣＴは、第２絶縁基板２０の内面（すなわち液晶層ＬＱに対
向する面）に、カラーフィルタ層２１、対向電極ＣＥなどを備えている。
【００３９】
　カラーフィルタ層２１は、第２絶縁基板２０の上に形成されている。このカラーフィル
タ層２１は、互いに異なる複数の色、例えば赤色、青色、緑色といった３原色にそれぞれ
着色された樹脂材料によって形成されている。詳述しないが、赤色に着色された樹脂材料
は赤色画素に対応して配置され、同様に、青色に着色された樹脂材料は青色画素に対応し
て配置され、緑色に着色された樹脂材料は緑色画素に対応して配置されている。
【００４０】
　対向電極ＣＥは、カラーフィルタ層２１の上に形成されている。この対向電極ＣＥは、
画素電極ＰＥとの間に横電界を形成するように配置されている。図示した例では、対向電
極ＣＥは、ソース配線Ｓ１及びＳ２の上方に位置している。このような対向電極ＣＥは、
ＩＴＯやＩＺＯなどの光透過性を有する導電材料によって形成されているが、アルミニウ
ムなどの他の金属材料によって形成されても良い。
【００４１】
　対向電極ＣＥの表面は、第２配向膜２２によって覆われている。この第２配向膜２２は
、カラーフィルタ層３１の上にも配置され、対向基板ＣＴの液晶層ＬＱに接する面に設け
られている。この第２配向膜２２は、第１配向膜１４と同様に水平配向性を示す材料によ
って形成されており、ラビング処理されている。
【００４２】
　なお、この対向基板ＣＴにおいて、カラーフィルタ層２１と対向電極ＣＥ及び第２配向
膜２２との間には、カラーフィルタ層２１の表面の凹凸を平坦化するオーバーコート層が
配置されていても良い。
【００４３】
　上述したようなアレイ基板ＡＲと対向基板ＣＴとは、それぞれの第１配向膜１４及び第
２配向膜２２が対向するように配置されている。このとき、アレイ基板ＡＲの第１配向膜
１４と対向基板ＣＴの第２配向膜２２との間には、例えば、樹脂材料によって一方の基板
に一体的に形成された柱状スペーサが配置され、これにより、所定のギャップ、例えば３
～７μｍのセルギャップが形成される。アレイ基板ＡＲと対向基板ＣＴとは、所定のセル
ギャップが形成された状態で図示しないシール材によって貼り合わせられている。
【００４４】
　液晶層ＬＱは、上述したセルギャップに封入されている。すなわち、液晶層ＬＱは、ア
レイ基板ＡＲと対向基板ＣＴとの間に保持された液晶材料によって構成されている。
【００４５】
　液晶表示パネルＬＰＮの一方の外面、つまり、アレイ基板ＡＲを構成する第１絶縁基板
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１０の外面には、第１偏光板ＰＬ１が接着剤などにより貼付されている。また、液晶表示
パネルＬＰＮの他方の外面、つまり、対向基板ＣＴを構成する第２絶縁基板２０の外面に
は、第２偏光板ＰＬ２が接着剤などにより貼付されている。
【００４６】
　本実施形態においては、第１偏光板ＰＬ１の吸収軸と、第２偏光板ＰＬ２の吸収軸とが
直交する位置関係にあり、直線偏光を選択的に透過して画像を表示する直線偏光モードを
採用している。
【００４７】
　図５は、本実施形態の液晶表示パネルＬＰＮにおける画素ＰＸの主要部を図示した概略
平面図である。
【００４８】
　画素電極ＰＥは、上述した通り、２本のソース配線ここではソース配線Ｓ１及びＳ２の
間に位置し、第１主電極部Ｐ１、第１副電極部Ｐ２、及び、容量部Ｐ３を有している。第
１副電極部Ｐ２の図中の下側には、隣接する画素電極ＰＥ２の容量部Ｐ３３が位置してい
る。
【００４９】
　対向電極ＣＥは、第１主電極部Ｐ１と略平行な帯状に形成された第２主電極部ＣＥ１を
有している。この第２主電極部ＣＥ１は、第１主電極部Ｐ１との間に横電界を形成するよ
うに配置されており、Ｙ方向に延在し、しかも、ソース配線Ｓ１及びＳ２の上方に位置し
ている。また、この対向電極ＣＥは、第２主電極部ＣＥ１に接続された第２副電極部ＣＥ
２を有している。この第２副電極部ＣＥ２は、Ｘ方向に延在し、しかも、画素電極ＰＥの
容量部Ｐ３の上方に位置している。
【００５０】
　図示を省略するが、画素電極ＰＥを覆う第１配向膜及び対向電極ＣＥを覆う第２配向膜
がラビング処理されているため、液晶分子は、第１配向膜及び第２配向膜との相互作用に
より、Ｘ－Ｙ平面内において所定の方位、例えば、Ｙ方向と平行な方位に配向されている
。
【００５１】
　このように、画素電極ＰＥと対向電極ＣＥとの間に電位差が形成されていない状態での
液晶分子の配向方位を初期配向方位と称する。本実施形態では、液晶分子が初期配向方位
に配向している状態では、バックライト４から液晶表示パネルＬＰＮに向けて照射された
光が第２偏光板ＰＬ２を透過できず、黒画面を形成するノーマリーブラックモードを実現
している。
【００５２】
　画素電極ＰＥと対向電極ＣＥとの間に電位差が形成された場合、Ｘ－Ｙ平面に平行な横
電界が形成される。特に、第１主電極部Ｐ１と第２主電極部ＣＥ１との間には、Ｘ方向に
略平行な横電界ＥＦ１が形成される。このとき、液晶分子は、主として横電界ＥＦ１の影
響により、初期配向方位とは異なる方位に配向する。このような状態では、バックライト
４から液晶表示パネルＬＰＮに向けて照射された光が第２偏光板ＰＬ２を透過し、白画面
が表示される。
【００５３】
　本実施形態において、ライン反転駆動が適用された場合には、対向電極ＣＥの電位に対
して画素電極ＰＥに印加される電圧の極性と、これに隣接する画素電極ＰＥ２に印加され
る電圧の極性とは互いに逆極性となる。例えば、対向電極ＣＥの電位を０Ｖとし、画素電
極ＰＥに印加される電圧が＋５Ｖであり、画素電極ＰＥ２に印加される電圧が－５Ｖであ
る場合、画素電極ＰＥと画素電極ＰＥ２との間の電位差によって強い横電界ＥＦ２が形成
される。この横電界ＥＦ２の方位は、画素電極ＰＥの画素電極ＰＥ２に向かい合う部分の
形状、及び、画素電極ＰＥ２の画素電極ＰＥに向かい合う部分の形状の影響を受ける。
【００５４】
　画素電極ＰＥが第１副電極部Ｐ２を有していない場合、第１主電極部Ｐ１の一端部Ｐ１
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Ａが画素電極ＰＥ２の容量部Ｐ３３と向かい合う。このとき、一端部Ｐ１ＡのＸ方向に沿
った長さは、容量部Ｐ３３のＸ方向に沿った長さよりも短い。このため、一端部Ｐ１Ａと
容量部Ｐ３３とが向かい合う部分では、Ｙ方向に略平行な横電界ＥＦ２が形成される一方
で、第１主電極部Ｐ１と第２主電極部ＣＥ１との間にＸ方向に略平行な横電界ＥＦ１が形
成される。
【００５５】
　第１主電極部Ｐ１の一端部Ｐ１Ａの周辺の領域Ａでは、横電界の方位が横電界ＥＦ１の
方位から横電界ＥＦ２の方位に連続的に変化する。このため、領域Ａに位置する液晶分子
の配向状態も、これらの横電界の影響を受けて連続的に変化している。直線偏光モードを
採用した液晶表示パネルＬＰＮにおいては、Ｘ－Ｙ平面内において、第１偏光板ＰＬ１及
び第２偏光板ＰＬ２の吸収軸と略平行な方向に配向した液晶分子の存在によって暗線が発
生し、領域Ａにおいても暗線が発生する。このため、透過率の低下を招く。
【００５６】
　本実施形態によれば、画素電極ＰＥが第１主電極部Ｐ１の一端部Ｐ１Ａに接続された第
１副電極部Ｐ２を有している。この第１副電極部Ｐ２は、容量部Ｐ３３と向かい合う。図
示した例では、第１副電極部Ｐ２は、第１主電極部Ｐ１とでＴ字型をなしている。
【００５７】
　このため、第１副電極部Ｐ２と容量部Ｐ３３とが向かい合う部分では、Ｙ方向に略平行
な横電界ＥＦ２が形成される一方で、第１副電極部Ｐ２と第２主電極部ＣＥ１との間にＸ
方向に略平行な横電界ＥＦ３が形成される。これにより、領域Ａでは、横電界ＥＦ１によ
って配向制御された液晶分子が支配的となり、暗線の発生を抑制することができる。この
ため、画素電極ＰＥが第１副電極部Ｐ２を有していない場合と比較して、透過率を向上す
ることが可能となる。
【００５８】
　なお、暗線が発生する領域は、第１副電極部Ｐ２及び容量部Ｐ３３が位置する図示しな
い補助容量線Ｃ２の上にシフトする。補助容量線は、元々遮光性の導電材料によって形成
されているため、暗線が補助容量線上にシフトしたとしても、画素ＰＸの透過率にはほと
んど影響を与えない。
【００５９】
　また、本実施形態によれば、第１副電極部Ｐ２のＸ方向に沿った長さは、容量部Ｐ３３
のＸ方向に沿った長さよりも長い。このため、横電界ＥＦ２の影響をシールドする効果が
高まり、暗線の発生をより抑制することが可能となる。
【００６０】
　画素電極ＰＥと対向電極ＣＥとの間に電位差が形成された状態であっても、第１主電極
部Ｐ１や第２主電極部ＣＥ１に重なる領域の液晶分子は、表示に寄与する方位に配向しな
い場合が多い。本実施形態においては、第２主電極部ＣＥ１は、ソース配線Ｓ１及びＳ２
の上方（つまりソース配線Ｓ１及びＳ２と向かい合う位置）に位置している。ソース配線
Ｓは、元々遮光性の導電材料によって形成されているため、第２主電極部ＣＥ１に重なる
領域の液晶分子が表示に寄与しない方位に配向したとしても、画素ＰＸの透過率にはほと
んど影響を与えない。むしろ、第２主電極部ＣＥ１がソース配線Ｓ１及びＳ２よりも第１
主電極部Ｐ１側に配置された場合と比較すると、画素ＰＸの透過率は向上する。図示した
例の場合、ソース配線Ｓ１及びＳ２と第１主電極部Ｐ１との間の領域が画素ＰＸの開口部
となり、表示に寄与する、つまり、透過率に寄与する領域となる。
【００６１】
　また、第２主電極部ＣＥ１をソース配線Ｓ１及びＳ２の上方に配置することによって、
第１主電極部Ｐ１と第２主電極部ＣＥ１との間の距離を拡大することが可能となり、より
水平に近い横電界ＥＦ１を形成することが可能となる。このため、従来の構成であるＩＰ
Ｓモード等の利点である広視野角化も維持される。
【００６２】
　なお、アレイ基板ＡＲと対向基板ＣＴとの合わせずれが生じた際に、第１主電極部Ｐ１
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を挟んだ両側の第２主電極部ＣＥ１との距離に差が生じることがある。しかしながら、こ
のような合わせずれは、全ての画素ＰＸに共通に生じるため、画素ＰＸ間での電界分布に
相違はなく、画像の表示に影響を及ぼさない。
【００６３】
　対向電極ＣＥが第２副電極部ＣＥ２を有していない場合、第１主電極部Ｐ１の他端部Ｐ
１Ｂの周辺の領域Ｂにおいて、液晶分子の配向乱れなどにより、暗線が発生し、透過率の
低下を招く。
【００６４】
　本実施形態によれば、対向電極ＣＥが容量部Ｐ３の直上に位置する第２副電極部ＣＥ２
を有しているため、容量部Ｐ３と第２副電極部ＣＥ２との間に形成された縦電界と、第１
主電極部Ｐ１と第２主電極部ＣＥ１との間に形成された横電界ＥＦ１とが相互に作用し、
液晶分子の配向乱れを緩和し、暗線の発生を抑制することができる。このため、対向電極
ＣＥが第２副電極部ＣＥ２を有していない場合と比較して、透過率を向上することが可能
となる。
【００６５】
　以下に、実施例及び比較例１及び２について説明する。
【００６６】
　　≪実施例≫
　アレイ基板ＡＲに形成された画素電極ＰＥは、隣接する２本のソース配線Ｓの間の中央
部に形成した第１主電極部Ｐ１と、第１主電極部Ｐ１の一端部に形成した第１副電極部Ｐ
２と、第１主電極部Ｐ１の他端部に形成した容量部Ｐ３と、を有している。第１主電極部
Ｐ１のＸ方向に沿った幅を１０μｍとした。対向基板ＣＴに形成された対向電極ＣＥは、
第１主電極部Ｐ１と平行かつソース配線Ｓの直上に形成した第２主電極部ＣＥ１と、容量
部Ｐ３の直上に形成した第２副電極部ＣＥ２と、を有している。第２主電極部ＣＥ１のＸ
方向に沿った幅を１０μｍとした。
【００６７】
　アレイ基板ＡＲの表面には第１配向膜１４を形成した。また、対向基板ＣＴの表面には
第１配向膜２２を形成した。これらの第１配向膜１４及び第２配向膜２２は、水平配向性
を有する材料を７０ｎｍの厚さで塗布した後に、ラビング処理することによって形成した
。
【００６８】
　アレイ基板ＡＲと対向基板ＣＴとの間のセルギャップを４．０μｍとし、アレイ基板Ａ
Ｒと対向基板ＣＴとを貼り合わせた。これらのアレイ基板ＡＲと対向基板ＣＴとの間には
、メルク社製ポジ型液晶を注入して画素ピッチ５０μｍの液晶表示パネルＬＰＮを作製し
た。この実施例は、図５に示した例に相当する。
【００６９】
　　（比較例１）
　この比較例１では、画素電極ＰＥが第１副電極部を有しておらず、しかも、対向電極Ｃ
Ｅが第２副電極を有していない。それ以外については、上記した実施例と同様にして液晶
表示パネルを作製した。
【００７０】
　　（比較例２）
　この比較例２では、対向電極ＣＥが第２副電極を有していない。それ以外については、
上記した実施例と同様にして液晶表示パネルを作製した。
【００７１】
　上記した実施例、比較例１及び比較例２のそれぞれの液晶表示パネルについて、画素電
極ＰＥと対向電極ＣＥとの間に同一の電位差を与えたときの透過率を測定した。比較例１
の液晶表示パネルで得られた透過率を１としたとき、比較例２の液晶表示パネルで得られ
た透過率は１．２であるが、実施例の液晶表示パネルＬＰＮで得られた透過率は１．４で
あり、実施例によれば高透過率化を実現できることが確認された。
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【００７２】
　したがって、高透過率化が可能であり、表示品位の良好な液晶表示装置を提供すること
ができる。
【００７３】
　なお、この発明は、上記実施形態そのものに限定されるものではなく、その実施の段階
ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態
に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例え
ば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異な
る実施形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【００７４】
　例えば、画素電極ＰＥの形状は、図５などに示した例に限らない。図６に示した例では
、画素電極ＰＥは、Ｘ方向及びＹ方向のいずれとも異なる方向に延在し且つ第１主電極部
Ｐ１の一端部に接続された第１副電極部Ｐ２を有している。この第１副電極部Ｐ２は、第
１主電極部Ｐ１とでＹ字型を成す形状である。
【００７５】
　また、図６に示した例では、画素電極ＰＥは、第１主電極部Ｐ１の他端部に接続された
容量部Ｐ３を有している。この容量部Ｐ３は、第１副電極部Ｐ２と向かい合い、八角形状
に形成されている。
【００７６】
　このような図６に示した例の画素電極ＰＥを適用した場合であっても、上記した例と同
様に高透過率化が可能となる。
【符号の説明】
【００７７】
　ＬＰＮ…液晶表示パネル
　ＡＲ…アレイ基板　ＣＴ…対向基板　ＬＱ…液晶層
　ＰＥ…画素電極
　Ｐ１…第１主電極部　Ｐ２…第１副電極部　Ｐ３…容量部
　ＣＥ…対向電極
　ＣＥ１…第２主電極部ＣＥ２…第２副電極部
　Ｓ…ソース配線
　Ｇ…ゲート配線
　Ｃ…補助容量線



(12) JP 5035931 B2 2012.9.26

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(13) JP 5035931 B2 2012.9.26

【図５】 【図６】



(14) JP 5035931 B2 2012.9.26

10

20

30

40

フロントページの続き

(74)代理人  100084618
            弁理士　村松　貞男
(74)代理人  100103034
            弁理士　野河　信久
(74)代理人  100119976
            弁理士　幸長　保次郎
(74)代理人  100153051
            弁理士　河野　直樹
(74)代理人  100140176
            弁理士　砂川　克
(74)代理人  100101812
            弁理士　勝村　紘
(74)代理人  100124394
            弁理士　佐藤　立志
(74)代理人  100112807
            弁理士　岡田　貴志
(74)代理人  100111073
            弁理士　堀内　美保子
(74)代理人  100134290
            弁理士　竹内　将訓
(74)代理人  100127144
            弁理士　市原　卓三
(74)代理人  100141933
            弁理士　山下　元
(72)発明者  廣澤　仁
            埼玉県深谷市幡羅町一丁目９番地２　東芝モバイルディスプレイ株式会社内

    審査官  藤田　都志行

(56)参考文献  特開２０００－０８１６４１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－０９２４５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－０４８６７１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２５８６２４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－１０５９０８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２３５７４４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－１９２８２２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３４３　　
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３６８　　



专利名称(译) 液晶表示装置

公开(公告)号 JP5035931B2 公开(公告)日 2012-09-26

申请号 JP2010075995 申请日 2010-03-29

[标]申请(专利权)人(译) 东芝移动显示器有限公司

申请(专利权)人(译) 东芝移动显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) 有限公司日本展示中心

[标]发明人 廣澤仁

发明人 廣澤 仁

IPC分类号 G02F1/1343 G02F1/1368

CPC分类号 G02F1/134363 G02F2001/134318 G02F2001/134372

FI分类号 G02F1/1343 G02F1/1368

F-TERM分类号 2H092/GA14 2H092/GA50 2H092/GA60 2H092/JA25 2H092/JA46 2H092/JB56 2H092/JB64 2H092
/JB69 2H092/NA07 2H092/PA02 2H092/PA08 2H092/PA13 2H092/QA06 2H192/AA24 2H192/BA32 
2H192/BB32 2H192/BB52 2H192/BB54 2H192/BC31 2H192/CB02 2H192/DA43 2H192/DA65 2H192
/JA32

代理人(译) 河野 哲
中村诚
河野直树
冈田隆
山下 元

其他公开文献 JP2011209454A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供一种具有高透射率和良好显示质量的液晶显示装
置。 解决方案：像素电极，具有带状第一主电极部分和第一子电极部
分，第一子电极部分连接到第一主电极部分的一个端部并沿不同于第一
主电极部分的方向延伸第二主电极部分，其设置成与第一基板相对，并
且形成为与第一主电极部分基本平行的带状，并且布置成在第一主电极
部分和第一基板之间形成横向电场，第二基板设置有对电极，该对电极
具有第二主电极部分，以及保持在第一基板和第二基板之间的液晶层。 
点域

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/59584dc6-c1a1-4299-ad59-770fd8f6e170
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/044656069/publication/JP5035931B2?q=JP5035931B2

